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摘要 

半導體業對台灣經濟發展有重大貢獻，但是由於製程中大量使用各類無機酸

原物料，經由工廠排放後，可能對於高科技產業園區周邊居民產生衝擊。本研究

蒐集 1999 年起環保署規定半導體業需申報之無機酸原物料使用量，包括硫酸、硝

酸、氫氟酸及鹽酸，以此了解近年來半導體業原物料使用趨勢，並利用地理資訊

系統 (Geographic Information System，GIS)及空氣污染擴散模式（Industrial Source 

Complex Short Term 3rd edition，ISCST3）評估半導體業排放無機酸對當地村里潛

在污染區域及影響程度，利用排放係數推估無機酸排放量進行空氣污染擴散模

擬，並與周邊環境實測對照比較，提出大氣中無機酸隨季節變化之污染源濃度分

佈等資訊。 

資料顯示園區內污染源分佈集中，且硫酸在無機酸原物料使用屬最大量，其

次為氫氟酸、鹽酸及硝酸，且本研究結果發現 2004–2006 年無機酸模擬季平均擴

散濃度有逐年遞增趨勢。另污染分佈狀況受季節及環境因素影響變化大，以 2006

年為例，短時間內大氣中硫酸液滴於第二期及第三期區域會有較高模擬濃度，如

雙溪村、高峰里、金山里各季最大日模擬濃度分別介於 1.40–1.60 µg/m3、1.03–1.31 

µg/m3 和 0.82–1.277 µg/m3。此外，周界六測站平均監測值皆遠高於模擬值，可能

源於無法完全掌握其他逸散源的污染貢獻，故其他五測站歷年各無機酸平均模擬

值與實測值之 R2 介於 0.17–0.71 （排除污水廠測點），尤其硫酸液滴（R2=0.71）具

有良好的相關性，推測園區內半導體業污染源排放，可能影響園區周界大氣環境

中無機酸污染濃度。此外，園區下風區域有較高模擬濃度分佈，但該處僅設置一

監測站可供比較，顯示目前對於高污染濃度分佈的資訊不足，有必要檢討監測站

分佈位置。 

年平均模擬值最高值出現於高峰里（0.114 µg/m3）和金山里（0.11 µg/m3），雖

其值均未超過美國加州環境衛生健康評估中心列出之硫酸慢性暴露標準（1 

µg/m3），但仍須留意相關半導體產業運作對周邊環境的衝擊，並注意四季無機酸

於周邊大氣環境中污染濃度分佈，以降低污染物對易感族群的衝擊，本研究顯示

運用大氣擴散模式及地理資訊系統可推估工廠污染排放對於週邊環境之影響。 
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